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Abstract (en)
The method involves connecting logic element (1) with a switching voltage (US) at the input side and with an electrical load (4) at the output
side. An expected turn on time of the logic element is measured over the closed logic element lying close to contact voltage (UC) for multiple
switching cycles. An alarm (MSG1) is issued, if a currently measured value of the contact voltage exceeds a given lower minimum voltage value. An
independent claim is also included for a switching device, which has an input connection for connecting a switching voltage.

Abstract (de)
Das Verfahren dient zur Feststellung des Vorhandenseins einer Kontaktisolierschicht bei einem kontaktbehafteten Schaltelement (1), welches
eingangsseitig mit einer Schaltspannung (US) und ausgangsseitig mit einer elektrischen Last (4) verbunden ist. Es wird fiir eine Vielzahl von
Schaltspielen zumindest innerhalb einer erwarteten Einschaltzeit (TW) des Schaltelementes (1) eine liber dem geschlossenen Schaltelement
(1) anliegende Kontaktspannung (UC) gemessen. Es wird eine erste Warnmeldung (MSG1) ausgegeben, wenn ein aktuell gemessener Wert
der Kontaktspannung (UC) einen vorgegebenen unteren Mindestspannungswert (UN) tbersteigt. Die Erfindung betrifft ein Schaltgeréat (10) mit
zumindest einem Schaltelement (1) und mit einer Steuereinheit (6), welche Mittel zur Auswertung einer erfassten Kontaktspannung (UC), Mittel zur
Ausgabe von Warnmeldungen (MSG1-MSG4) sowie Mittel zur Durchflihrung des erfindungsgemafen Verfahrens aufweist.
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